ip A

~=<— Triode
vps < vgs — V,

Saturation ——>
vps = vgs — V;

Curve bends because —
the channel resistance
increases with vy

AN

Current saturates because the
channel is pinched off at the
drain end, and wvps no longer
affects the channel.

Almost a straight line

with slope pmpm'linmlﬁk
(vgs V)

vgs = Vi

0 Upssa = Vos — Vi Upg

Corrente di drain Ip in funzione della tensione Vps per un transistor NMOS ad
arricchimento funzionante con Vgs >Vyy.
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s = V, (cut off)

(@) Transistor MOSFET ad arricchimento di tipo n polarizzato. (b)
Caratteristiche di uscita [/p-Vps per un dispositivo con V=1V e
k, (W/L) = 0.5 mA/V2.



